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Abstract
A phase relations of B'203~Ti02 COmpOunds 、'、ere deterHlined from results of thermal
analysis(DTA―TG),X―ray diffractions,dielectric and ferroelectric Hieasurements,
Bi4Ti3012 Single crystal Mァas g OMァn by■ux method and the dielectric,ferroclectric and optial
properties have been cOmpared Mァith that of Bi4Ti3012 thin ilm deposited by ECR plasma
sputtering
1。 ま え が き
ビ ス マ ス 層 状 化 合 物 は,1949年に
B.Aur持illiusl)によってはじめて合成され,そ
の結晶構造が明 らかにされた。その後 G.A.
Smolensk五2)vこょり強誘電性が発見され, 現在
までに60種類以上の化合物群の存在が確認さ
れている。
これらの化合物は,大部分が強誘電体と考え
られ,ペロブスヵィト化合物群とともに,応用
上有用な化合物群である。ビスマス層状構造強
誘電体は2,3のものを除き単結晶の育成が困
難であり,主としてセラミックス材料を対象と
して,層状化合物に関する結晶化学的な考察が
行われ,電気的性質については,誘電的性質が
調べられているに過ぎなかった。
これらの化合物の中で,単結晶の育成が比較
的容易なものはBi4Ti9012化合物であ りFlux
法3,4)vこょり薄板状結晶が得られ,その特異な結
平成3年10月15日受理
■八戸工業大学電気工学科
祥 東北大学金属材料研究所
晶構造と強誘電的性質との関連が詳細に調べら
れている。また近年,竹中等9はホットホージン
グ技術を適用することにより粒子配向セラミッ
クスの合成に成功し,その誘電的,圧電的およ
び焦電的特性について多くの知見を得ている。
応用面では光メモリーやページコンポーザなど
への提案もなされており,試作実験が行われて
いる。最近はBi4Tia012化合物をRFマグネ ト
ロン6)スノくッタ リング くヽつECRブラズマ7)ス
パッタリング法により薄膜化する研究が進めら
れている。この研究はデバイスの集積化やイン
テリジェント化への試みであり,各方面から注
目されている。
本 研 究 で はBi4Ti3012化合 物 の熱 分 析
(DTA―TG),X線回折,誘電的特性および強誘
電的特性から相関係を調べた。またFlux法に
より単結晶を育成し,強誘電的光学的特性の評
価を行い,ECRプラズマスパッタで育成した
Bi4Ti3012薄膜の特性とを比較することを研究
の目的とした。
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